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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙOY Π. ΠΑΤΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Επώνυμο: / Όνομα:  ΠΑΤΣΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Ημερ/νία Γέννησης : 13/07/1972 
Οικογενειακή Κατάσταση : ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΣΜΥΡΗ (ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ), ΠΑΤΕΡΑΣ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΩΝ, 

ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ (19 ΕΤΩΝ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (16 ΕΤΩΝ) 
Διεύθυνση Κατοικίας : ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 16-18-20, ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟ,  ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ATTIKHΣ 15343 
Διεύθυνση Εργασίας: 1) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ,  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ) , ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 2, ΑΙΓΑΛΕΩ 
2) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ NANOΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΝΝ) , ΕΚΕΦΕ     
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΕΡΜΑ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15310 
3) ΝΑΝΟΜΕTRISIS, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΕΡΜΑ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15310  

e-mail:                                   patsisg@uniwa.gr,  gpatsis13@yahoo.gr, g.patsis@nanometrisis.com, contact@nanometrisis.com  
Ιστοσελίδα: http://users.uniwa.gr/patsisg/, http://www.nanometrisis.com/  

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ) 

1. Το Σεπτέβριο του 2018 εκλέγεται στη βαθμίδα του Καθηγητή με αντικείμενο "Σχεδίαση – Προσομοίωση Μικροηλεκτρονικών 
Διατάξεων». Υπηρετεί ως μέλος ΔΕΠ στο τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 
(ΦΕΚ 123/τ.Γ’-2019). 

2. Από τον Απρίλιο του 2015 συμμετέχει στην ίδρυση της  εταιρείας έντασης γνώσης (spin-off) Nanometrisis (www.nanometrisis.com) 
ως Managing Director.    

3. Τον Απρίλιο του 2014 εκλέγεται στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με αντικείμενο "Σχεδίαση – Προσομοίωση 
Μικροηλεκτρονικών Διατάξεων». (ΦΕΚ 1161-2014). 

4. Τον Απρίλιο του 2009 ο Γ. Π. ΠΑΤΣΗΣ εκλέγεται στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Αθηνών στη βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αναλογικά Ηλεκτρονικά» (ΦΕΚ 424-2010). Στο τμήμα αυτό διδάσκει τη θεωρία 
και το εργαστήριο των  προπτυχιακών μαθημάτων: «Ψηφιακά Ηλεκτρονικά»  (Γ’ εξάμηνο) , «Ταλαντωτές, Φίλτρα και 
Χρονοκυκλώματα»  (Δ’ Εξάμηνο), (Δίδαξε επίσης για ένα εξάμηνο και το μάθημα «CMOS-VLSI» (H’ Εξάμηνο)) . 

5. Διδάσκει από το 2012 στο μεταπτυχιακό του Τμήματος με αντικείμενο «Σχεδίαση και Ανάπτυξη Προηγμένων Συστημάτων 
Ηλεκτρονικής», στα μαθήματα «Ολοκληρωμένα και Κβαντικά Ηλεκτρονικά» (Α’ Εξάμηνο) και «Νανοηλεκτρονική και 
Εφαρμογές» (Γ’ Εξάμηνο). 

6. Είναι μέλος του εργαστηρίου MICROSENSES του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΠΑΔΑ.  
7. Είναι από το 2016 ο Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών.  
8. Διατηρεί από το 2010 συνεργασία ως εξωτερικός ερευνητής με το Ινστ. Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος σε ερευνητικά 

θέματα σχετικά με την προσομοίωση διεργασιών και μικρο-νάνο- ηλεκτρονικών διατάξεων.  

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕIΑ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (SPIN-OFF) «NANOMETRISIS»* 

H εταιρεία έντασης γνώσης Nanometrisis είναι αποτέλεσμα πολύχρονης συνεργασίας του Γ. Π. ΠΑΤΣΗ με τους ερευνητές του Ινστ. 
Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Β. Κωνσταντούδη και Ε. Γογγολίδη. Η προσπάθεια ξεκίνησε το 2014 και 
με την καθοδήγηση του ΣΕΒ (πρόγραμμα: «μαζί στην εκκίνηση»). Η εταιρεία έχει αναπτύξει και εμπορεύεται λογισμικά μετρολογίας για 
δομές υπομικρονικών διαστάσεων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Τα λογισμικά  της 
ποσοτικοποιούν διαστάσεις δομών από εικόνες οπτικών, ηλεκτρονικών μιικροσκοπίων (SEM) ή μικροσκοπίων AFM. Με την ομάδα της 
Nanometrisis o Γ. Π. ΠΑΤΣΗΣ έχει συμμετάσχει από το 2015 σε περισσότερα από 10 διεθνή συνέδρια καθώς και σε 2 διεθνή ερευνητικά 
προγράμματα. Συμμετέχει επίσης στο πρόγραμμα βιομηχανικών διδακτορικών διατριβών που επιδοτείται από το ίδρυμα ΝΙΑΡΧΟΣ, με 
έναν υποψήφιο διδάκτορα με θέμα διατριβής «Computational nanometrology with applications in Nanoelectronics and Nanotechnology».   

Οι ονομασίες των λογισμικών (πληροφορίες από την ιστοσελίδα της εταιρείας): 

 nanoLER™     
 nanoCER™   
 nanoTOPO-AFM™     
 nanoTOPO-SEM™     

Τρέχοντες πελάτες της εταρείας: 
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 Imec (https://www.imec-int.com/) 
 Brewer Science  (https://www.brewerscience.com/) 
 ASML (https://www.asml.com/) 
 LAM (https://www.lamresearch.com/) 
 Applied Materials (www.appliedmaterials.com/) 
 BIC (https://gr.bicworld.com) 
 Prof. C. Vahlas (Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Interuniversity Materials Research and 

Engineering Centre (CIRIMAT), CNRS, Toulouse) 

Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας μέχρι τώρα ανέρχονται σε >50000 ευρώ από αδειοδοτήσεις λειτουργίας των λογισμικών-
προϊόντων της. Επιπλέον με την συμμετοχή της στο πρόγραμμα LoveFood2Market έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 15000 
ευρώ για τα επόμενα 2 χρόνια, από τα οποία θα δεσμεύσει το απαιτούμενο ποσό για να καλύψει την συμμετοχή της στο πρόγραμμα 
βιομηχανικών διδακτορικών υποτροφιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με την υποστήριξη του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». 

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο τεχνολογικό πάρκο Λεύκιππος του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Διατηρεί επίσης γραφείο στη 
Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Αμερικής 8, http://www.theathensincube.gr/).   

* Περισσότερες πληροφορίες για τις ερευνητικές δραστηριότητες της εταιρεία στην ιστοσελίδα της (www.nanometrisis.com).  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Συνοπτική περιγραφή της διδακτικής εμπειρίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

1 ΠΑΔΑ (Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής) 

Καθηγητής 
Διδασκαλία των μαθηματων α) Σχεδίδαση CMOS VLSI β)Ψηφιακά 
Ηλεκτρονικά, γ) Ψηφιακή Σχεδίαση δ) Μαθηματική Μοντελοποίηση 
Φυσικών Συστημάτων (Μεταπτυχιακό: «Διαδίκτυο των Πραγμάτων», 

ΠΑΔΑ) (A’ εξάμηνο) 

Εκλογή στη θέση του Καθηγητή το Σεπτέβριο 
του 2018. Αντικείμενο θέσης: «Σχεδίαση – 

Προσομοίωση Μικροηλεκτρονικών 
Διατάξεων» 

 
2 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ– Τμήμα 

Ηλεκτρονικής 
(Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών) 

Αναπληρωτής Καθηγητής 
Διδασκαλία των μαθημάτων: α) Ταλαντωτές-Φίτλρα-

Χρονοκυκλώματα (θεωρία-εργαστήριο) β) Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 
(θεωρία – εργαστήριο) γ) 

CMOS-VLSI (θεωρία-εργαστήριο) 
Ολοκληρωμένα και Κβαντικά Ηλεκτρονικά (θεωρία-εργαστήριο) (Α’ 

εξάμηνο μεταπτυχιακού) δ) Νανοηλεκτρονική (Γ’ εξάμηνο 
μεταπτυχιακού) 

Εκλογή στη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή 
τον Απρίλιο του 2014. Αντικείμενο θέσης: 

«Σχεδίαση – Προσομοίωση 
Μικροηλεκτρονικών Διατάξεων» 

 

3 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ– Τμήμα 
Ηλεκτρονικής 

(Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών) 

Υπεύθυνος ενότητας/Διδάσκων: Ψηφιακά Ηλεκτρονικά στις Σύγχρονες 
Ηλεκτρονικές Διατάξεις. Στα πλαίσια του Πρόγραμματος Δια Βίου 
Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ 

(ΠΕΓΑ), στην κατεύθυνση «Ψηφιακά και ενσωματωμένα συστήματα – 
Βιομηχανικές εφαρμογές αιχμής». 

19/5/2014 έως 30/9/2014 (0.9 ανθρωπομήνες) 

4 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ– Τμήμα 
Ηλεκτρονικής 

(Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών) 

Επίκουρος Καθηγητής. Διδασκαλία των μαθημάτων: α) Ηλεκτρονικά 
ΙΙΙ (θεωρία-εργαστήριο) β) Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (θεωρία – 

εργαστήριο) γ) 
Ολοκληρωμένα και Κβαντικά Ηλεκτρονικά (θεωρία-εργαστήριο) (Α’ 

εξάμηνο μεταπτυχιακού) δ) Νανοηλεκτρονική (Γ’ εξάμηνο 
μεταπτυχιακού) 

Εκλογή στη θέση του Επίκουρου Καθηγητή 
στις 2/4/2009. Αντικείμενο θέσης: «Αναλογικά 

Ηλεκτρονικά» 
Ορκωμοσία 16/6/2010 

5 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ – Τμήμα 
Ηλεκτρονικής 

(Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών) 

Επιστημονικός Συνεργάτης. Διδασκαλία του μαθήματος: α) Σχεδίαση 
Κυκλωμάτων RF (θεωρία), β) Εργαστήριο Ηλεκτρονικών RF, γ) 

Εργαστήριο Μικροελεγκτών 

1-10-2008 έως 5-7-2009 9 μήνες 

6 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ – Τμήμα 
Ηλεκτρονικής 

(Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών) 

Επιστημονικός Συνεργάτης. Διδασκαλία των μαθημάτων: α) 
Ηλεκτρονικά ΙΙΙ (θεωρία) β) Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών 

1-10-2008 έως 5-7-2009 9 μήνες 

 
7 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΤΥΑ) 

Ωρομίσθιος καθηγητής μαθημάτων ενότητας ΣΤ1 (Ηλεκτρονικά, 
Τηλεπικοινωνίες, Αρχιτεκτονική ΗΥ) 

1-9-2005 έως 31-8-2006 
- 

1-9-2006 έως 31-8-2007 

 
24 μήνες 

8 
128 Σ.Ε.Τ.Η. 
ΠΟΛΕΜΙΚΗ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

Ωρομίσθιος καθηγητής μαθημάτων ενότητας ΕΠΟΠ ειδικότητας 
Τεχνικών Τηλεπι/ών  

14-3-2006 έως 9-5-2006 
2 μήνες 

 
9 

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ – Τμήμα 
Ηλεκτρονικής 

(Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών) 

Επιστημονικός Συνεργάτης. Διδασκαλία του μαθήματος: Σχεδίαση 
Κυκλωμάτων RF 

9-10-2006 έως 5-7-2007 
- 

9-10-2007 έως 5-7-2008 

18 μήνες 

10 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ – Τμήμα 
Ηλεκτρονικής 

(Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών) 

Επιστημονικός Συνεργάτης. Διδασκαλία των μαθημάτων: 
Προγραμμα/μός Ι και ΙΙ 

9-10-2007 έως 5-7-2008 9 μήνες 
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11 

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ – Τμήμα 
Ηλεκτρονικής 

(Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών) 

Επιστημονικός Συνεργάτης. Διδασκαλία του μαθήματος: Ψηφιακά 
Ηλεκτρονικά 

9-10-2006 έως 5-7-2007 9 μήνες 

 
12 

ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡ. 

ΚΑΙ ΕΚΕΦΕ 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (ΙΝΣΤ.  

ΜΙΚΡΟ/ΚΗΣ) 

Διδασκαλία στο μεταπτυχιακό της Μικροηλεκ/κής 
(Υπολογιστικές μέθοδοι) 

Χειμερινό, εξάμηνο 
2002-2003 
2003-2004 
2004-2005 
2005-2006 

 

 
4 εξάμηνα 

 
13  

ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡ. 

ΚΑΙ ΕΚΕΦΕ 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (ΙΝΣΤ.  

ΜΙΚΡΟ/ΚΗΣ) 

Διδασκαλία στο μεταπτυχιακό της Μικροηλεκ/κής 
(Προσομοίωση διεργασιών και διατάξεων) 

Εαρινό εξάμηνο 
2005-2006 
2006-2007 
2008-2009 
2009-2010 

 

 
4 εξάμηνα 

Επίβλεψη εργασιών φοιτητών 

1. Προσομοίωση διάλυσης λεπτών υμενίων πολυμερών μικρολιθογραφίας με στοχαστικά μοντέλα σε δύο διαστάσεις, 
Σαρρής Βασίλης, 2002, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών μηχανικών. (Πτυχιακή εργασία). Συνεπιβλέπων με 
τον Ε. Γογγολίδη και Α. Μπουντουβή.  

2. Προσομοίωση διάλυσης λεπτών υμενίων πολυμερών μικρολιθογραφίας με στοχαστικά μοντέλα σε τρεις διαστάσεις, 
Σαρρής Βασίλης, 2003, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών μηχανικών. (Μεταπτυχιακή εργασία στα πλαίσια 
του μεταπτυχιακού της Υπολογιστικής Μηχανικής, ΕΜΠ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών). Συνεπιβλέπων με τον Ε. 
Γογγολίδη και Α. Μπουντουβή.  

3. Στη ΣΤΥΑ το εαρινό εξάμηνο του 2006 επέβλεψε εργασία 6 δοκίμων στα πλαίσια της ειδικότητας των ΤΗ με αντικείμενο: 
«Συλλογή και επεξεργασία σημάτων σε πραγματικό χρόνο με χρήση LABVIEW». Υπεύθυνος Αξ/κος ΣΤΥΑ: Μπούλιας 
Χρήστος.  

4. «Περιγραφή λειτουργίας CMOS τρανζίστορς με ενσωματωμένα μοντέλα πλευρικής τραχύτητας πύλης», Μανώλης 
Κυριάκος, Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ, Πτυχιακή Εργασία. (Υπεύθυνος στο τμήμα Φυσικής: Κ. Αϊδίνης), 2007.  

5.  «Σχεδίαση/Προσομοίωση Τετράμπιτου Μικροεπεξεργαστή», Μανώλης Κλεισιάρης, Παναγιώτης Καρανίκας, Πτυχιακή 
Εργασία, Τμήμα Ηλεκτρονικής, ΤΕΙ Αθήνας, 2007.  

6.  «Σχεδίαση/Προσομοίωση Μνημών Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων με Verilog/VHDL», Νίκος Νίκολάου, 
Τμήμα Ηλεκτρονικής, Πτυχιακή Εργασία, ΤΕΙ Αθήνας, 2007.  

7. «Προσομοίωση Ημιαγωγικών Διατάξεων με το ΜΙΝΙΜΟS. Ανάπτυξη διεπιφάνειας χειρισμού του MINIMOS σε 
περιβάλλον MATLAB για την προσομοίωση τριδιάστατων δομών MOSFET», Αθανάσιος Καρούμπας, Πτυχιακή 
Εργασία Μεταπτυχιακού Μικροηλεκτρονικής, Τμήμα Πληροφορικής, 2007. 

8. «Τεχνολογία κατασκευής μασκών λιθογραφίας για τις γενιές Ο.Κ. κρίσιμης διάστασης 65nm και 45nm», Τσικρίκας 
Νίκος, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, ΕΜΠ. Διδακτορική διατριβή. Συνεπιβλέπων τον 
με  Ι. Ράπτη. (Στο ΕΜΠ επιβλέπων ο Δ. Τσουκαλάς), 2009.  

9.  «Μελέτη των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των λεπτών πολυμερικών υμενίων και η επίδρασή τους στη λιθογραφική 
συμπεριφορά»,  Δρυγιαννάκης Δημήτρης, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ. Διδακτορική διατριβή. Συνεπιβλέπων με 
τον Ι. Ράπτη. (Στο ΕΜΠ επιβλέπων ο Α. Μπουντουβής), 2009.  

10. «Δημιουργία εικονικού εργαστηρίου Ψηφιακών Ηλεκτρονικών σε περιβάλλον ΤΙΝΑ PRO», Ντίνος Χαράλαμπος, Τμήμα 
Ηλεκτρονικής, ΤΕΙ Αθήνας, 2009-2010.   

11.  «Σχεδίαση – Προσομοίωση Κυκλωμάτων Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών ΙΙΙ», Χουσάκος Βασίλης, Πτυχιακή Εργασία, 
Τμήμα Ηλεκτρονικής, ΤΕΙ Πειραιά, 2008-2010. 

12.  «Προσομοίωση Ψηφιακών Συστημάτων με τη γλώσσα Verilog, σε περιβάλλον SynaptiCAD», Τσιλιπάνου Μαρία, Τμήμα 
Ηλεκτρονικής, ΤΕΙ Αθήνας, 2010-2012.  

13. «Σχεδίαση – προσομοίωση κυκλωμάτων μικροεπεξεργαστών (AVR) με το λογισμικό FLOWCODE 4 και το 
PROTEUS», Πρίντεζης Πέτρος και Κυριάκης Κυριάκου, Πτυχιακή Εργασία, Τμήμα Ηλεκτρονικής, ΤΕΙ Αθήνας, 2010-2012.  

14. «Σχεδίαση Ψηφιακών/Αναλογικών/Μικτών Συστημάτων σε περιβάλλον Simplorer με τη VHDL-AMS», Νιάκαρος 
Ευάγγελος και Ντούλιας Γεώργιος, Πτυχιακή Εργασία, Τμήμα Ηλεκτρονικής, ΤΕΙ Αθήνας, 2010-2012.  

15. «Σχεδίαση/Προσομοίωση Ηλεκτρονικών Ταλαντωτών σε περιβάλλον Agilent Advance Design System (ADS) με τη 
VHDL-AMS»,  Στάθης Θεόδωρος και Μακρής Σπυρίδων, Πτυχιακή Εργασία, Τμήμα Ηλεκτρονικής, ΤΕΙ Αθήνας, 2012-2013.  

16.  «Προσομοίωση φωτοβολταϊκών διατάξεων με το λογισμικό PC1D», Κελλίδης Νικόλαος, Κατσούρης Παναγιώτης, 
Πτυχιακή Εργασία, Τμήμα Ηλεκτρονικής, ΤΕΙ Αθήνας, 2012-2013.  

17. «Σχεδίαση-Προσομοίωση Ψηφιακών Κυκλωμάτων με VHDL σε περιβάλλον Simili EDA», Χατζηδημητρίου Παναγιώτης, 
Πτυχιακή Εργασία, Τμήμα Ηλεκρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Αθήνας, 2012-2013.  

18.  «Σχεδίαση – Προσομοίωση Μικροηλεκτρονκών Διατάξεων με VHDL-AMS σε περιβάλλον Ansoft Simplorer», 
Κυριακάκης Άγγελος Πτυχιακή Εργασία, Τμήμα Ηλεκρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Αθήνας, 2013-2014. 

19.  «Σχεδίαση-Προσομοίωση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Εργαστηρίου Ψηφιακών Ηλεκτρονικών με VHDL σε περιβάλλον 
Simili EDA και TINA Pro», Δοντάς Παύλος, Πτυχιακή Εργασία, Τμήμα Ηλεκρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Αθήνας, 2013-2014.  
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20. «Σχεδίαση – Προσομοίωση Διάταξεων Τρανζίστορ Ενός Ηλεκτρονίου με VHDL-AMS σε περιβάλλον Ansoft 
Simplorer», Παινέσης Κων/νος, Μεταπτυχιακή Εργασία, Τμήμα Ηλεκρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Αθήνας, 2015. 

21. «Σχεδίαση – προσομοίωση και PCB σχεδίαση κυκλωμάτων ηλεκτρονικών ταλαντωτών και φίλτρων», Αναστασόπουλος 
Σταύρος-Αναστάσιος, Πτυχιακή Εργασία, Τμήμα Ηλεκρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Αθήνας, 2015. 

22. «Ανάπτυξη πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης εργαστηρίου ηλεκτρονικών ταλαντωτών και φίλτρων», Χασιώτης 
Λεόντιος,  Πτυχιακή Εργασία, Τμήμα Ηλεκρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Αθήνας, 2015. 

23. «Σχεδίαση κυκλωμάτων για λειτουργία σε υψηλές συχνότητες με τεχνικές VLSI», Ιωάννου Αθανάσιος,  Κουμπής 
Αλέξανδρος, Πτυχιακή Εργασία, Τμήμα Ηλεκρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Αθήνας, 2015. 

24. «Σχεδίαση – προσομοίωση και PCB σχεδίαση κυκλωμάτων ηλεκτρονικών ταλαντωτών», Τζαμζής Φρίξος-Κων/νος, 
Πτυχιακή Εργασία, Τμήμα Ηλεκρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Αθήνας, 2017. 

25.  «Σχεδίαση-Προσομοίωση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Εργαστηρίου Ψηφιακών Ηλεκτρονικών με VHDL σε περιβάλλον 
TINA Pro», Μπιτσιλής Μιχάλης, Πτυχιακή Εργασία, Τμήμα Ηλεκρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Αθήνας, 2017. 

26. «Σχεδίαση κυκλωμάτων για υψηλές συχνότητες με τεχνικές VLSI», Καπελέρης Γιάννης, Μεταπτυχιακή Εργασία, Τμήμα 
Ηλεκρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Αθήνας, 2017. 

27. «H διαδικασία του Obsolescence Managment», Τουμανίδης Μανώλης, Πτυχιακή Εργασία, Τμήμα Ηλεκρονικών 
Μηχανικών ΤΕΙ Αθήνας, 2017. 

28. «Σχεδίαση – Προσομοίωση Ηλεκτρικών – Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων σε περιβάλλον Matlab και TINA-Pro», 
Σταμάτας Αντώνιος, Πτυχιακή Εργασία, Τμήμα Ηλεκρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Αθήνας, 2018.  «Σχεδίαση / Προσομοίωση 
αναλογικών κυκλώματων ταλαντωτών / φίλτρων», Τσαπάρας Γιάννης, Πτυχιακή Εργασία, Τμήμα Ηλεκρονικών 
Μηχανικών ΤΕΙ Αθήνας, 2018. 

29. «Σχεδίαση – Προσομοίωση Διάταξης Τρανζίστορ Ενός Ηλεκτρονίου με SPICE σε περιβάλλον ΤΙΝΑ Pro», Δημόπουλος 
Δημήτριος, Πτυχιακή Εργασία, Τμήμα Ηλεκρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Αθήνας, 2013-σε εξέλιξη. 

30. «Σχεδίαση – Προσομοίωση Μικροεπεξεργαστή με VHDL και υλοποίηση σε Microwin-Dsch», Καλλιανιώτης Δημήτριος, 
Πτυχιακή Εργασία, Τμήμα Ηλεκρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Αθήνας, 2013-σε εξέλιξη. 

31. «VLSI Σχεδίαση Κυκλωμάτων RF»¸ Μεταπτυχιακή Εργασία, Κοτσιώνη Κων/νος, Τμήμα Ηλεκρονικών Μηχανικών ΤΕΙ 
Αθήνας, 2018-σε εξέλιξη. 

32. Τρείς νέες πτυχιακές σε εξέλιξη στο προπτυχιακό του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών του ΠΑΔΑ το τρέχων 
εξάμηνο 2018-19. 

Διδακτικές σημειώσεις – Εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή βιβλίου 

Α/Α Τίτλος 
1. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό σε Mathematica, 1998, (Μεταπτυχιακό Μικροηλεκτρονικής, Μεταπτυχιακό Μικροηλεκτρονικής (ΕΚΠΑ), 

Μετατπυχιακό Φυσικής (ΣΕΜΦΕ,ΕΜΠ)).  
2. Introduction to Matlab Programming, 2003, (Μεταπτυχιακό Μικροηλεκτρονικής, Μεταπτυχιακό Μικροηλεκτρονικής (ΕΚΠΑ), Μετατπυχιακό 

Φυσικής (ΣΕΜΦΕ,ΕΜΠ))   
3. Introduction to Java, 1997, (Μεταπτυχιακό Μικροηλεκτρονικής, Μεταπτυχιακό Μικροηλεκτρονικής (ΕΚΠΑ), Μετατπυχιακό Φυσικής (ΣΕΜΦΕ, 

ΕΜΠ)).   
4. Εισαγωγή στη C++, 1998 (Μεταπτυχιακό Μικροηλεκτρονικής, Μεταπτυχιακό Μικροηλεκτρονικής (ΕΚΠΑ), Μετατπυχιακό Φυσικής (ΣΕΜΦΕ, 

ΕΜΠ)).   
5. Lessons in C++, 2003 (Μεταπτυχιακό Μικροηλεκτρονικής, Μεταπτυχιακό Μικροηλεκτρονικής (ΕΚΠΑ), Μετατπυχιακό Φυσικής (ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ)).   
6. Lessons in Visual C++, 2003 (Μεταπτυχιακό Μικροηλεκτρονικής, Μεταπτυχιακό Μικροηλεκτρονικής (ΕΚΠΑ), Μετατπυχιακό Φυσικής (ΣΕΜΦΕ, 

ΕΜΠ)).  
7. Numerical Analysis I, II, 2003 (Μεταπτυχιακό Μικροηλεκτρονικής, Μεταπτυχιακό Μικροηλεκτρονικής (ΕΚΠΑ), Μετατπυχιακό Φυσικής (ΣΕΜΦΕ, 

ΕΜΠ)).   
8. Εισαγωγικές Σημειώσεις και Εκπαιδευτικό Υλικό στην Τεχνολογία Επικοινωνιών και στην Επίλυση Προβλημάτων με Αλγόριθμους, 2003.  
9. Σημειώσεις και Εκπαιδευτικό Υλικό στις Μεθόδους Υπολογιστικής Φυσικής, 2003 (Μεταπτυχιακό Μικροηλεκτρονικής, Μεταπτυχιακό 

Μικροηλεκτρονικής (ΕΚΠΑ), Μετατπυχιακό Φυσικής (ΣΕΜΦΕ,ΕΜΠ)).   
10. Σημειώσεις και Εκπαιδευτικό Υλικό στις Μεθόδους Προσομοίωσης Διεργασιών και Διατάξεων Μικροηλεκτρονικής, 2005 (Μεταπτυχιακό 

Μικροηλεκτρονικής, Μεταπτυχιακό Μικροηλεκτρονικής (ΕΚΠΑ), Μετατπυχιακό Φυσικής (ΣΕΜΦΕ,ΕΜΠ)).   
11. Σημειώσεις και Εκπαιδευτικό Υλικό Αναλογικών Ηλεκτρονικών Ι, 2005 (Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ)).   
12. Σημειώσεις και Εκπαιδευτικό Υλικό Αναλογικών Ηλεκτρονικών ΙΙ, 2005 (Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ)).   
13. Σημειώσεις και Εκπαιδευτικό Υλικό Ηλεκτρονικών ΙΙ, 2005 (Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ)).  
14. Σημειώσεις και Εκπαιδευτικό Υλικό Θεωρίας Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων, 2005 (Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ)).  
15. Σημειώσεις και Εκπαιδευτικό Υλικό σε Βασικές Αρχές Ηλεκτροτεχνίας, Ενισχυτές, Ψηφιακά Κυκλώματα και Θεωρία Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων, 

2005 (128/ΣΕΤΗ, Διδασκαλία ΕΠΟΠ) .  
16. Σημειώσεις Ψηφιακών Ηλεκτρονικών, 2006 (Τμήμα Ηλεκτρονικής, ΤΕΙ Αθήνας).  
18. Σημειώσεις Προγραμματισμού Ι και Προγραμματισμού ΙΙ, 2007 (Τμήμα Ηλεκτρονικής, ΤΕΙ Αθήνας).  
19. Σημειώσεις Ηλεκτρονικών ΙΙΙ, 2008 (Τμήμα Ηλεκτρονικής, ΤΕΙ Αθήνας).  
20. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, 2014 (Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Αθήνας).  
21. Kυκλώματα Ηλεκτρονικών Ταλαντωτών και Φίλτρων. Σχεδίαση – Προσομοίωση με Διακριτά Στοιχεία 2014  (Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ 

Αθήνας).  
22. Σχεδίαση με CMOS τεχνικές και VHDL περιγραφή βασικών ψηφιακών κυκλωμάτων, 2014 (Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Αθήνας) .  
23 Αρχές Κβαντομηχανικής και Ηλεκτρονικών με Εφαρμογές στη Νανοηλεκτρονική, 2014 (Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Αθήνας).  
24 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά και Ψηφιακή Σχεδίασης με VHDL (Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ΤΕΙ Αθήνας), (Στα πλαίσια του ΠΕΓΑ Εφαρμογές 

Προηγμένων Ηλεκτρονικών) , 2015. 
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Βιβλία: 

1. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Γεώργιος Π. Πάτσης, 2014. Εκδοση από www.bookstar.gr.  (περίπου 400 σελίδες).  

 
2. Kυκλώματα Ηλεκτρονικών Ταλαντωτών και Φίλτρων. Σχεδίαση – Προσομοίωση με Διακριτά Στοιχεία, Γεώργιος Π. 

Πάτσης, 2014. Εκδοση από www.bookstar.gr (περίπου 600 σελίδες).  

 
3. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Διατάξεις, (2014). Στα πλαίσια του Πρόγραμματος Δια Βίου Μάθησης 

ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ), στην κατεύθυνση «Ψηφιακά και ενσωματωμένα συστήματα 
– Βιομηχανικές εφαρμογές αιχμής». 

4. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, μαζί με Κ. Φανουράκη και Ο. Τσακιρίδη (2014-2015) (Εκδ. ΙΩΝ). 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ  

1. Πτυχίο Φυσικής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). (1995).  Πτυχιακή Εργασία : "Βελτιστοποίηση 
Φωτολιθογραφικών Υλικών για `Εκθεση στο Βαθύ Υπεριώδες του Φάσματος" (ΕΚΠΑ-Τμήμα Φυσικής / Δημόκριτος Ινστ. 
Μικροηλεκτρονικής, 1995).  Άλλη σημαντική εργασία: "Μελέτη Χαρακτηριστικών Πολωμένου Φωτός".  Εργασία στα πλαίσια 
του Μαθήματος Οπτικοηλεκτρονικής. ΕΚΠΑ-Τμήμα Φυσικής  (1994). 

2. Μεταπτυχιακός κύκλος μαθημάτων στη Μικροηλεκτρονική, Ινστ. Μικροηλεκτρονικής, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (1995-1996). 
Εργασίες: 1) "Μελέτη μη Σχετικιστικής Σκέδασης Ηλεκτρονίων με τη Μέθοδο Monte Carlo. Εφαρμογές στη 
Μικροηλεκτρονική". (Εργασία στο μάθημα “Υπολογιστική Φυσική”). 2) "Εγχάραξη Πολυμερών και Φωτοπολυμερών" 
(Εργασία στο μάθημα “Διεργασίες Κατασκευής Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων). 

3. Μεταπτυχιακός κύκλος μαθημάτων στο ενδεικτικό Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού (ΗΑ), Τμήμα Φυσικής-Πληροφορικής 
ΕΚΠΑ  (1996-1998). Εργασίες: 1) "Μέθοδοι-Λογισμικό Υπολογισμού κύκλων σε γράφους (graph theory)" (Εργασία στο 
μάθημα “Αλγόριθμοι”). 2) «Προσομοίωση φαινόμενων διάχυσης-  αντίδρασης σε πολυμερή με χρήση αριθμητικών μεθόδων 
λύσεως". (Εργασία στο μάθημα “Ανάπτυξη Λογισμικού”). 3) "Προσομοίωση κυκλοφορίας δεδομένων σε δίκτυα υπολογιστών". 
(Εργασία στο μάθημα “Δίκτυα”). 

Τον Ιούλιο του 1995 o Γ. Π. ΠΑΤΣΗΣ έγινε δεκτός ως υποψήφιος διδακτορικός φοιτητής της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 
και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ. Το αντικείμενο του διδακτορικού ήταν: «Θεωρητική και πειραματική μελέτη λιθογραφίας 
ηλεκτρονικής δέσμης για την κατασκευή δομών υπομικρονικών διαστάσεων». Έτος ολοκλήρωσης: 1999.  

Το διδακτορικό πραγματοποιήθηκε στο Ινστ. Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, στο οποίο ο Γ. Π. ΠΑΤΣΗΣ, ήταν 
μεταπτυχιακός υπότροφος (εισαγωγή με εξετάσεις, με μέσο όρο 8.3), για 4 χρόνια.  
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Στα πλαίσια της διδακτορικής του διατριβής ασχολήθηκε με τη θεωρητική μελέτη των αλλαγών φάσης φωτοευαίσθητων υλικών 
κατά την ακτινοβόλησή τους στο βαθύ υπεριώδες και με ηλεκτρόνια. Σκοπός ήταν να γίνει κατανοητός ο τρόπος αλλαγής της 
διαλυτότητάς τους, ώστε να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή μασκών υλοποίησης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Σημαντική 
συμβολή στην έρευνα ήταν η ανάπτυξη μοντέλων και κωδίκων για την προσομοίωση της πλευρικής τραχύτητας που αναπτύσσεται 
λόγω του στοχαστικού χαρακτήρα των διαδικασιών κατασκευής των μασκών, η οποία με τη σειρά της επιδρά στις ηλεκτρικές 
ιδιότητες των τελικώς υλοποιούμενων διατάξεων.  

Στα πλαίσια του διδακτορικού του συνέγραψε 8 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές και συμμετείχε σε περισσότερα από 
10 διεθνή συνέδρια στην περιοχή της Μικροηλεκτρονικής με ομiλίες και ανακοινώσεις αφίσας.  

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ) 

Ο Γ. ΠΑΤΣΗΣ υπήρξε υπότροφος του Ινστ. Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (1995-1999) και στη συνέχεια 
Συνεργαζόμενος Ερευνητής βαθμίδας Δ’ για 4ετή θητεία (2002-2006).  

Η ερευνητική δραστηριότητα του Γ. Π. ΠΑΤΣΗ εστιάζεται στην περιοχή της εφαρμοσμένη φυσικής και των ηλεκτρονικών και 
ειδικότερα στην τεχνολογία κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Ειδικεύεται στο χαρακτηρισμό και τη μετρολογία 
νανοδομών και αναπτύσσει λογισμικό προσομοιωτών για τη συμπεριφορά των υλικών στις διάφορες διεργασίες που ακολουθούνται 
για την κατασκευή των μασκών με τις οποίες γίνεται η απεικόνιση των σχημάτων που θα αποτυπωθούν στο δισκίο του πυριτίου 
κατά την κατασκευή των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Η τεχνολογία αυτή αποτελεί το σημαντικότερο στάδιο στην κατασκευή 
των τρανζίστορ γιατί είναι υπεύθυνη για τη διευθέτηση, ευθυγράμμιση και γενικότερα το γεωμετρικό σχεδιασμό και τη μεταφορά 
σχήματος των κυκλωμάτων, λαμβάνοντας υπόψη της τη φυσική της αλληλεπίδρασης των διαφόρων ακτινοβολιών που 
χρησιμοποιούνται ως πηγές έκθεσης καθώς και τη φυσικοχημεία των υλικών (κυρίως σύνθετων πολυμερικών συστημάτων) που 
χρησιμοποιούνται ως υμένια απεικόνισης. Επίσης, ασχολείται ερευνητικά με την επίπτωση της τραχύτητας των υλικών λιθογραφίας 
των επόμενων γενιών τρανζίστορ, στις ηλεκτρικές ιδιότητες τους και την περιγραφή υλικού με γλώσσες HDL (VHDL-AMS, 
Verilog-AMS) που συνδυάζουν μικτά σήματα στο ίδιο τσίπ και δίνουν δυνατότητα αφαιρετικής περιγραφής συστημάτων από 
διάφορα φυσικά πεδία (θερμότητα, ηλεκτρισμό, μαγνητισμό, ροή ρευστών κτλ). Τέλος, έχει εμπειρία σε ηλεκτρικές μετρήσεις και 
το σχεδιασμό αναλογικών, ψηφιακών και RF συστημάτων. 

Ο Γ. Π. ΠΑΤΣΗΣ είναι κριτής στα περιοδικά:   
a) Journal of Zhejiang University SCIENCE(A&B), Applied physics & Eng.,  
b) Solid-State Electronics,  
c) IEEE Instrumentation & Measurement.  
d) Journal of Wavelet Theory and Applications.  
e) Microelectronic Engineering.  
f) Journal of Micro/Nanolithography, MEMS, and MOEMS (JM3).   
g) Japanese Journal of Applied Physics.    
h) Journal of Applied Physics.       
 
Είναι στο editorial board του ISRN Electronics.  

 
Είναι συγγραφέας σε περισσότερες από 70 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές, στην περιοχή της τεχνολογίας κατασκευής 
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Το επιστημονικό αυτό έργο έχει δεχθεί άνω των 800 ετεροαναφορών και έχει δείκτη-h=15 
(δήλαδη 15 δημοσιεύσεις έχουν δεχθεί τουλάχιστον 15 ετεροαναφορές).  Έχει συμμετάσχει με ομιλίες και αφίσες σε περισσότερα 
από 100 συνέδρια (διεθνή και εθνικά) στην περιοχή της μικροηλεκτρονικής και της φυσικής στερεάς κατάστασης. Τέλος, έχει 
πάνω από 30 ομιλίες σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, συναντήσεις ερευνητικών προγραμμάτων, θερινά σχολεία και παραδώσεις 
μαθημάτων σε συνέδρια. Ως μέλος της nanometrisis έχει συμμετάσχει μετά το 2016 σε πάνω από 10 συνέδρια, και αντίστοιχες 
δημοσιεύσεις καθώς και σε 2 ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. Η εταιρεία υποστηρίζει περίπου 3-5 άδειες για τα λογισμικά της 
κάθε χρόνο.  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ME AMOIBH) 

Α/Α ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ-ΕΩΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
1 ΕΚΕΦΕ 

ΔΗΜ/ΤΟΣ,  
Ινστ. 
Μικρο/νικής 

ΠΕΝΕΔ: EE.1280 CMOS-NANO : Κρίσιμες 
τεχνολογίες σχηματοποίησης για την κατασκευή CMOS 
κυκλωμάτων με διάσταση <100nm σε βιομηχανική 
κλίμακα. 

1-03-2008 έως 31-04-2009 2 μήνες 

2 ΕΚΕΦΕ 
ΔΗΜ/ΤΟΣ, 

ΕΕ.1481 MD3 : Material Development for Double 
Exposure and Double Patterning 

1-01-2008 έως 30-5-2009 29 μήνες 
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Ινστ. 
Μικρο/νικής 

3 ΕΚΕΦΕ 
ΔΗΜ/ΤΟΣ, 
Ινστ. 
Μικρο/νικής 

ΕΕ.1327-ΝΑΝΟPLASMA. Μοριακή προσομοίωση 
υλικών σε διεργασίες σχηματοποίησης. 

1-8-2007 έως 31-12-2007 5 μήνες 

4 
 

ΕΚΕΦΕ 
ΔΗΜ/ΤΟΣ, 
Ινστ. 
Μικρο/νικής 

ΕΕ.1446-NANOCOMP. Νανολιθογραφία με δέσμη 
πρωτονίων για την ανάπτυξη δομών μεγάλου ύψους για 
τη χρήση σε οπτικές διατάξεις. – Προσομοίωση 
διεργασιών λιθογραφίας. 

8-4-2007 έως 31-7-2007 4 μήνες 

5 
 

ΕΚΕΦΕ 
ΔΗΜ/ΤΟΣ, 
Ινστ. 
Μικρο/νικής 

ΕΕ.1130-Exploring new limits to Moore’s law. – 
Μοριακή μοντελοποίηση και προσομοίωση 
φωτοευαίσθητων ρητινών για προσομοίωση της 
διάλυση λεπτών υμενίων 

1-1-2007 έως 31-3-2007 3 μήνες 

6 ΕΚΕΦΕ 
ΔΗΜ/ΤΟΣ, 
Ινστ. 
Μικρο/νικής 

ΕΕ.1130-Exploring new limits to Moore’s law. – 
Μοριακή μοντελοποίηση και προσομοίωση 
φωτοευαίσθητων ρητινών για προσομοίωση της 
διάλυση λεπτών υμενίων 

1-5-2006 έως 31-12-2006 8 μήνες 

7 ΕΚΕΦΕ 
ΔΗΜ/ΤΟΣ, 
Ινστ. 
Μικρο/νικής 

Ε.1174-Προσομοίωση και θεωρητικοί υπολογισμοί  των 
παραμέτρων φαινόμενου γειτνίασης για την αποτύπωση 
σχήματος με ηλεκτρονική-δέσμη σε μάσκες 
λιθογραφίας EUVL. 

1-6-2004 έως 30-10-2005 16 μήνες 

8 ΕΚΕΦΕ 
ΔΗΜ/ΤΟΣ, 
Ινστ. 
Μικρο/νικής 

ΕΕ.1130-ΜΟRE MOORE. Προσομοίωση τραχύτητας 
σε υλικά τεχνολογίας 13nm (Extreme Ultra Violet, 
EUV)  

1-1-2004 έως 31-12- 2006 36 μήνες 

9 ΕΚΕΦΕ 
ΔΗΜ/ΤΟΣ, 
Ινστ. 
Μικρο/νικής 

ΕΕ.907-Critical resist and processing issues at 157nm 
lithography addressing the 70nm node. (157 
CRISPIES). – Προσομοίωση λιθογραφικών 
διαδικασιών για λιθογραφία στα 157nm 

1-1-2003 έως 31-12-2003 12 μήνες 

10 ΕΚΕΦΕ 
ΔΗΜ/ΤΟΣ, 
Ινστ. 
Μικρο/νικής 

Ερευνητής με Προσόντα Δ’ Βαθμίδας 1/5/2002 έως 30/4/2006 48 μήνες 

11 ΕΚΕΦΕ 
ΔΗΜ/ΤΟΣ, 
Ινστ. 
Μικρο/νικής 

ΕΕ.907-Critical resist and processing issues at 157nm 
lithography addressing the 70nm node. (157 
CRISPIES). – Προσομοίωση λιθογραφικών 
διαδικασιών για λιθογραφία στα 157nm 

1-10-2001 έως 30-9-2002 12 μήνες 

12 ΕΚΕΦΕ 
ΔΗΜ/ΤΟΣ, 
Ινστ. 
Μικρο/νικής 

ΕΕ.768-Επιφανειακή κατεργασία πολυμερικών υλικών 
σε ηλεκτρικές εκκενώσεις πλάσματος: Εφαρμογή στη 
μικροηλεκτρονική και τη νανοτεχνολογία  

1-1-2000 έως 30-6-2000 6 μήνες 

13 ΕΚΕΦΕ 
ΔΗΜ/ΤΟΣ, 
Ινστ. 
Μικρο/νικής 

ΕΕ.634-Κατασκευή νανοδομών με λιθογραφία και 
εγχάραξη με πλάσμα: Μελέτη του φαινόμενου της 
τραχύτητας. 

1-10-1999 έως 28-2-2000 5 μήνες 

14 ΕΚΕΦΕ 
ΔΗΜ/ΤΟΣ, 
Ινστ. 
Μικρο/νικής 

ΕΕ.491-Electron beam lithography. Resists and 
processes 

1-7-99 έως 30-9-99 3 μήνες 

15 ΕΚΕΦΕ 
ΔΗΜ/ΤΟΣ, 
Ινστ. 
Μικρο/νικής 

Nano-fabrication with chemically amplified resists 
(NANCAR). 

1-1-1996 έως 31-12-1997 24 μήνες 

16 ΤΕΙ 
ΑΘΗΝΑΣ 

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου. Μοντελοποίηση 
Ηλεκτρονικών Διατάξεων με Διακυμάνσεις στα 
Γεωμετρικά Χαρακτηριστικά τους. Εφαρμογές σε 
Κυκλώματα Μεγάλης Κλίμακας Ολοκλήρωσης 
(Πρόγραμμα εσωτερικής χρηματοδότησης για έρευνα) 

1-4-2016 έως 30-10-2016 
 

***Δεν ολοκληρώθηκε 
εντός του προβλεπόμενου 

διαστήματος λόγω 
προβλημάτων υγείας. 

6 μήνες 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΑ) 

1996-2003. 

Την περίοδο 1996-2003 ο Γ. Π. ΠΑΤΣΗΣ εργάστηκε ερευνητικά σε ευρωπαϊκά ερευνητικά πρόγραμματα με τα αντικείμενα που 
περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω.  

 Ι. “NANCAR”, με ανάθεση τη: «Μελέτη φαινόμενων αντίδρασης – διάχυσης και πυριτίωσης και ανάπτυξη κώδικα 
- διεπιφάνειας υπολογισμού του συντελεστή διάχυσης οξέος σε χημικά ενισχυμένα φωτοπολυμερή λιθογραφίας»   

 ΙΙ. “ΕΕ.491-Electron beam lithography. Resists and processes,” με ανάθεση την «Προσομοίωση διαδικασιών 
πυριτίωσης και εμφάνισης με πλάσμα πολυμερών υλικών». 

 ΙΙΙ. “ΕΕ.634-Κατασκευή νανοδομών με λιθογραφία και εγχάραξη με πλάσμα: Μελέτη του φαινόμενου της 
τραχύτητας”, με ανάθεση την «Προσομοίωση επιφανειακής τραχύτητας πολυμερικών υλικών κατά την εγχάραξή 
τους με πλάσμα». 

 IV. “ΕΕ.768-Επιφανειακή κατεργασία πολυμερικών υλικών σε ηλεκτρικές εκκενώσεις πλάσματος: Εφαρμογή στη 
μικροηλεκτρονική και τη νανοτεχνολογία”, με ανάθεση τη «Μελέτη τραχύτητας πολυμερικών επιφαανειών με 
στοχαστικά μοντέλα προσομοίωσης». 

 V. “ΕΕ.907-Critical resist and processing issues at 157nm lithography addressing the 70nm node. (157 CRISPIES)”, 
με ανάθεση την «Προσομοίωση λιθογραφικών διαδικασιών για λιθογραφία στα 157nm». 

I. Μελέτη φαινόμενων αντίδρασης – διάχυσης και πυριτίωσης και ανάπτυξη κώδικα - διεπιφάνειας υπολογισμού του 
συντελεστή διάχυσης οξέος  σε χημικά ενισχυμένα φωτοπολυμερή λιθογραφίας. Η εργασία του βασίστηκε στην 
αριθμητική επίλυση του συζευγμένου συστήματος των διαφορικών εξισώσεων διάχυσης-αντίδρασης. Υπολογίστηκε ο 
συντελεστής διάχυσης του οξέος ως συνάρτηση της πυκνότητας σταυροδεσμών του πολυμερούς για διάφορα 
φωτοπολυμερή τόσο πειραματικά όσο και εμπορικά. Προσομοιώθηκαν κυλινδρικής συμμετρίας δομές φωτοπολυμερούς 
(pixels). Ο τελικός κώδικας ενσωματώθηκε  στο εμπορικό πακέτο λογισμικού SELID που διατίθεται από τη Γερμανική 
εταιρία Sigma-C (έχει πλέον αγοραστεί από τη Synopsys) και προσομοιώνει τις διαδικασίες λιθογραφίας ηλεκτρονικής 
δέσμης. Το πακέτο αυτό είναι ένα από τα δύο στο είδος του σε παγκόσμια κλίμακα (το δεύτερο είναι το PROLITH) και 
υποστηρίζει όλα τα χαρακτηριστικά των χημικά ενισχυμένων φωτοπολυμερών. `Ένας συνοπτικός κατάλογος εταιρειών 
που έχουν αγοράσει το πακέτο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων  τις:  ETEC, NEC, HUNDAI , MOTOROLA , SAMSUNG. 
Μικρές τροποποιήσεις οδήγησαν στην περιγραφή των φαινομένων της πυριτίωσης, που αποτελεί μια τεχνολογία 
εισαγωγής πυριτιωμένων ενώσεων, οι οποίες είναι ανθεκτικές στην εγχάραξη σε πλάσμα, σε επιλεγμένα σημεία της 
επιφάνειας του φωτοπολυμερούς. Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται στην λιθογραφία δύο-στρωμάτων. (Λογισμικό 
ACID-SILPROF). (Λογισμικό σε C++, παραθυρικό περιβάλλον). 

II. Περιγραφή του σχηματισμού αδιάλυτου πλέγματος (gel) σε φωτοπολυμερή χημικής ενίσχυσης μέσω αναλυτικών 
υπολογισμών.  Το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας ήταν η  εξαγωγή τεσσάρων θεωρητικών μοντέλων , που σχετίζουν το 
κλάσμα του αδιάλυτου πλέγματος (gel) με τη δόση ακτινοβολίας ηλεκτρονίων  που δέχεται το υλικό σε ένα σύστημα 
λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης  για αρνητικού φωτοπολυμερή. Δημιουργήθηκε διεπιφάνεια προσομοίωσης των 
καμπύλων αντίθεσης (contrast curves) τέτοιων πολυμερών. Oι τελικές εξισώσεις είναι γενικές, με την έννοια, ότι μπορούν 
με μικρές αλλαγές  να ελεγχθούν για την περίπτωση οποιουδήποτε πολυμερούς σχηματίζει σταυροδεσμούς με την 
επίδραση ακτινοβολίας. (Λογισμικό σε C++, παραθυρικό περιβάλλον).  

III. Μοριακές προσομοιώσεις για την περιγραφή του σχηματισμού αδιάλυτου πλέγματος σε φωτοπολυμερή χημικής 
ενίσχυσης καθώς και του υπολογισμού του συντελεστή διάχυσης οξέος και της επιφανειακής τραχύτητας- Πλήρης 
προσομοίωση βημάτων λιθογραφίας θετικού τόνου φωτοπολυμερών – Μοντέλα διάλυσης πολυμερών.  Η εργασία 
αυτή επικεντρώθηκε στη μελέτη και στην κατανόηση των διεργασιών και των φαινόμενων που οδηγούν στο χημικό 
φαινόμενο της δημιουργίας τρισδιάστατου δικτύου σταυροδεσμών, χρησιμοποιώντας στοχαστική μοντελοποίηση, σε ένα 
αρχικά ασύνδετο πολυμερή δίκτυο αλυσίδων. 'Έγινε μελέτη του τρόπου με τον οποίο παράγοντες, όπως η ακτινοβολία, η 
θερμοκρασία και η  συγκέντρωση του  φωτοευαισθητοποιητή  οδηγούν τελικά στην αλλαγή διαλυτότητας της πολυμερικής 
μήτρας μετά το “κρίσιμο σημείο” σχηματισμού τριδιάστατου δικτύου (gel point). Στα πλαίσια αυτά αναπτύχθηκε κώδικας 
προσομοίωσης με τεχνικές Monte Carlo της μοριακή δομής και της φυσικοχημείας των συστατικών μιας αρνητικού τόνου 
ενός χημικά ενισχυμένου φωτοπολυμερούς αρνητικού τόνου, υπό διάφορες συνθήκες συγκέντρωσης 
φωτοευαισθητοποιητή, θερμοκρασίας και πυκνότητας πολυμερούς. Με βάση το πλαίσιο αυτό μελετήθηκε η διάχυση του 
οξέος μέσα σε χημικά ενισχυμένες ρητίνες , καθώς και φαινόμενα επιφανειακής τραχύτητας και κρίσιμων φαινόμενων 
αλλαγής φάσης κοντά στο σημείο πήγματος.  Την περίοδο αυτή άρχισε να σχολιάζεται στη βιβλιογραφία η επίδραση της 
πλευρικής τραχύτητας του φωτοπολυμερούς στις ηλεκτρικές ιδιότητες των τρανζίστορ των επόμενων γενιών (κάτω από 
τα 65nm μήκος πύλης). Η επίδραση είναι αναπόφευκτη λόγω της μοριακής φύσης του πολυμερούς και των εμπλεκομένων 
παραμέτρων των διεργασιών. Με σκοπό την κατανόηση των αιτίων που εισάγουν πλευρική τραχύτητα και του τρόπου 
ελάττωσής  της αναπτύχθηκε ο κώδικας LER. Έχει τη δυνατότητα περιγραφής φωτοπολυμερών θετικού τόνου, ενώ το 
στάδιο της εμφάνισης (διάλυσης του υμενίου) γίνεται με τεχνικές percolation. Μετεξέλιξη του κώδικα αυτού είναι ο 
CHAINS_RD2,με ικανότητα προσομοίωσης φωτοπολυμερών διαφόρων αρχιτεκτονικών, προσδιορισμό γεωμετρικών 
χαρακτηριστικών της πολυμερικής αλυσίδας, όπως του απ’άκρου-σε-άκρο διανύσματος και της γυροσκοπική ακτίνας και 
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την επίδραση αυτών στην πλευρική τραχύτητα. Η διάλυση ενσωματώνει επίσης το μοντέλο του κρίσιμου ποσοστού 
ιονισμού καθώς και ένα υβριδικό μοντέλο μεταξύ percolation και κρίσιμου ιονισμού. Παράλληλα ενσωματώνει έξυπνους 
αλγόριθμους διάλυσης ώστε να προσδιορίζει το πλευρικό προφίλ και την τραχύτητά του με εξαιρετική ταχύτητα και 
λεπτομέρεια, παρόλη την Monte Carlo φύση του τρόπου προσομοίωσης  (Λογισμικό σε C++, παραθυρικό περιβάλλον). 
Σχετικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά: [1-13] 

2002-2006. Ερευνητής Δ’ ΙΝΣΤ. ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. 

Την περίοδο 2002-2006 ως συνεργαζόμενος ερευνητής βαθμίδας Δ (για 4ετή θητεία) ασχολήθηκε με τα:  

I. Φυσικοχημεία της διάλυσης φωτοπολυμερών λιθογραφίας. Ανέπτυξε λογισμικό στοχαστικής προσομοίωσης της 
διάλυσης λεπτών υμενίων, θεωρώντας τη μικροδομή του υλικού και τις διαμορφώσεις των πολυμερικών αλυσίδων, τις 
αλληλεπιδράσεις με την ακτινοβολία κατά την έκθεση, το οξύ κατά τη θέρμανση και το διαλύτη κατά την εμφάνιση (σε 
περιβάλλον Visual C++).  Σχετικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά: [14, 15, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30- 33, 35]  

II. Αλληλεπίδραση σωματιδιακής ακτινοβολίας (ηλεκτρονίων) με την ύλη. Υπολογισμοί της ενεργειακής εναπόθεσης 
δέσμης ηλεκτρονίων σε υλικά μικροηλεκτρονικής (πυρίτιο, πολυμερή υμένια) με τεχνικές Monte Carlo.  (σε περιβάλλον 
C++ και Mathematica). Σχετικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά: [26, 34]  

III. Τεχνικές μετρολογίας και χαρακτηρισμού νανοδομών. Ανάπτυξη μεθόδων χαρακτηρισμού και μέτρησης της 
ανομοιομορφίας και των διακυμάνσεών της σε κλίμακες μήκους κάτω των 100nm. Χρήση θεωριών μορφοκλασματικών 
(fractals). Ανάπτυξη εμπορικού λογισμικού μετρολογίας (σε περιβάλλον MATLAB).  Η εργασία αυτή έχει οδηγήσει σε 
εμπορικό λογισμικό (LERDEMO) μετρολογίας νανοδομών για εξαγωγή στατιστικών χαρακτηριστικών τραχύτητας, το 
οποίο διατίθεται μέσω του Ινστ. Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. (Κύριος πελάτης είναι το IMEC στο 
Βέλγιο). Σχετικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά: [16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 37] 

IV. Επίδραση της ανομοιομορφίας της γεωμετρικής δομής της πύλης του τρανζίστορ στις ηλεκτρικές του ιδιότητες. 
Μελέτες πάνω στην επίδραση της πλευρικής τραχύτητας που αναπτύσσεται κατά τη λιθογραφία στο κανάλι του 
τρανζίστορ, στις ηλεκτρικές του ιδιότητες  (σε C++ και SPICE). Σχετικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά: [34, 36, 38]  

2003-2010. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ/ΕΘΝΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

2003-2007. MORE-MOORE:  Exploring new limits to Moore's law Project. 

Την περίοδο από 2003-2007 ο Γ. Π. Πάτσης εργάστηκε με σύμβαση έργου και στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “ΕΕ1130. Exploring 
new limits to Moore’s law” του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και το αντικείμενό του είναι η  
«Μοριακή μοντελοποίηση και προσομοίωση φωτοευαίσθητων ρητινών για προσομοίωση της διάλυση λεπτών υμενίων». 
Χρησιμοποίησε τεχνικές στοχαστικής προσομοίωσης, Monte-Carlo και Μοριακής Δυναμικής για την πρόβλεψη των δομών στο 
λιθογραφικό υμένιο μετά τις διεργασίες, της έκθεσης, της θέρμανσης, της διάλυσης και της εγχάραξης. Αναπτύσσεται αντίστοιχο 
λογισμικό προσομοιωτή. (Λογισμικό σε C++, Mathematica, Matlab). Σε προηγούμενα στάδια του προγράμματος αυτού ήταν 
επιστημονικός υπεύθυνος για τα επόμενα παραδοτέα: 1) Επίδραση του μοριακού βάρους των φωτοπολυμερών στην πλευρική 
τραχύτητα. 2) Κατανόηση της επίδρασης του μεγέθους των φωτοπολυμερικών αλυσίδων στην πλευρική τραχύτητα. 3) Σχετική 
επίδραση των υλικών, των διεργασιών, του θορύβου βολής και της εκπομπής δευτερογενών ηλεκτρονίων στην τελική τιμή της 
πλευρικής τραχύτητας. 4) Προσομοίωση και χαρακτηρισμός των μεταβολών πλάτους δομής και πλευρικής τραχύτητας σε υμένια 
μοριακών φωτοϋλικών.  5) Ανάπτυξη λεπτομερών μοντέλων διάλυσης μοριακών φωτοϋλικών. Σχετικές δημοσιεύσεις σε 
περιοδικά: [40-49, 52-59] 

2003-2006. INTEL Project. 

Από 1-5-2003 – 31-12-2006 ήταν συνεργάτης στο πρόγραμμα του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής που χρηματοδοτήθηκε από την 
INTEL (USA) με αντικείμενο: «Novel Resist Material – Simulation of Molecular Weight Effects on Line-Edge Roughness». 
Ήταν επιστημονικός υπεύθυνος για την: «Ανάπτυξη μοντέλων / προσομοιώσεων της συμπεριφοράς φωτοπολυμερών για 
εφαρμογές που απαιτούν χαμηλή πλευρική τραχύτητα». (Λογισμικό σε C++, παραθυρικό περιβάλλον). Σχετικές δημοσιεύσεις 
σε περιοδικά: [31, 32, 35] 

2004-2005. PHOTRONICS Project. 

Την περίοδο 2004-2005 χρηματοδοτήθηκε από τη Photronics (USA) για εργασία με παραδοτέο: «Προσομοιώσεις ενεργειακής 
εναπόθεσης από ηλεκτρονική δέσμη – Χρήση Αποτελεσμάτων στην Κατασκευή Μασκών EUV(λ=13nm)». (Λογισμικό σε 
C++, Mathematica, Matlab). Σχετικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά: [34, 46, 47, 51] 
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2003-2007. ΠΕΝΕΔ CMOS-NANO Project. 

Συμμετείχε στο ΠΕΝΕΔ 2003 του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής με θέμα «Κρίσιμες τεχνολογίες σχηματοποίησης για την 
κατσκευή CMOS κυκλωμάτων με διάσταση < 100nm σε βιομηχανική κλίμακα (CMOS-NANO)» όπου ήταν συνεπιβλέπων 
σε δύο διδακτορικές διατριβές (ΔΔ) (με τον Ι. Ράπτη, Ερευνητή Β’, Ινστ. Μικροηλεκτρονικής). Το θέμα των διδακτορικών που 
ολοκληρώθηκαν επιτυχώς το Μάιο του 2009 ήταν: 1. «Τεχνολογία κατασκευής μασκών λιθογραφίας για τις γενιές Ο.Κ. 
κρίσιμης διάστασης 65nm και 45nm». Διδάκτορας: Τσικρικάς Νίκος (Φυσικός, Msc Φυσικής), στο ΕΜΠ, Τμήμα Εφαρμοσμένων 
Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών. 2. «Μελέτη των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των λεπτών πολυμερικών υμενίων και η 
επίδρασή τους στη λιθογραφική συμπεριφορά. Εφαρμογές στη νανολιθογραφία».  Διδάκτορας: Δρυγιαννάκης Δημήτρης (Χημ. 
Μηχανικός), στο ΕΜΠ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Στην 1η ΔΔ αναπτυχθηκε ολοκληρωμένο λογισμικό  που περιλάμβανε 
προσομοίωση και διαχείριση δεδομένων για την κατασκευή των μασκών. Η ανάπτυξη του λογισμικού έγινε με μεθοδολογίες 
αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και επιτρέπει την κατασκευή μασκών με χαμηλό κόστος παρά τη σμίκρυνση των 
διαστάσεων. Η 2η ΔΔ αναφέρεται στη μελέτη λεπτών πολυμερικών υμενίων με εφαρμογή στη μικρο και νάνο λιθογραφία. 
Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν επιφανειακά φαινόμενα με στόχο να κατανοηθούν οι μηχανισμοί εμφάνισης των πολυμερικών υλικών, 
δημιουργίας τραχύτητας και να εξαχθούν μοντέλα που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη προσομοίωση της λιθογραφικής 
διεργασίας. Σχετικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά: [34, 41, 43, 45-52]  

2007. PB.NANO Project. 

Την περίοδο από 8-4-2007 ως 31-8-2007 χρηματοδοτήθηκε για έρευνα στα πλαίσια της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας (Ινστ. 
Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος) – Σιγκαπούρης (Centre for Ion Beam Applications (CIBA) Department of Physics,  
National University of Singapore), στο πρόγραμμα «High aspect ratio metal NANOstructures with Proton Beam lithography 
on strippable resists (PB.NANO)». Στα αντικείμενα του ερευνητικού έργου ήταν και τα επόμενα: 1) Ανάπτυξη λογισμικού 
προσομοιωτή σχηματοποίησης/γεωμετρικού σχεδιασμού για λιθογραφία σε παχιά υμένια με δέσμη πρωτονίων.  2) Χρήση τεχνικών 
Monte Carlo για την περιγραφή της ενεργειακής εναπόθεσης από πρωτόνια στο υμένιο του πολυμερούς και 3) Χρήση στοχαστικών 
διαδικασιών για τη μοντελοποίηση της διάλυσης και της σχηματοποίησης του υμενίου του πολυμερούς. 

2007. ΝanoPlasma Project. 

Την περίοδο από 1-8-2007 ως 31-12-2007 εργάστηκε στο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα «nanoPlasma».  (Ινστ. 
Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, European Commision, Oxford Instruments Plasma Technologies). Η εργασία του 
αφορά τη “Mοριακή προσομοίωση πολυμερών υλικών σε διεργασίες σχηματοποίησης νανο-ηλεκτρονικής”.  

2007-2010. MD3 : Material Development for Double Exposure and Double Patterning Project. 

Την περίοδο από 1-10-2007 ως 30-5-2010 εργάστηκε στο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα «MD3 : Material Development for Double 
Exposure and Double Patterning».  Η εργασία του έχει θέμα:  1. Στοχαστική προσομοίωση λιθογραφίας και εγχάραξης για την 
ποσοτικοποίηση της πλευρικής τραχύτητας σε δομές μετά από διπλή ακτινοβόληση και διπλή σχηματοποίηση.  2. Χαρακτηρισμός και 
προσομοίωση πλευρικής τραχύτητας φωτοπολυμερών.  Σχετικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά: [60,  62, 67] 

2010-2019. Ερευνητική/Συγγραφική δραστηριότητα στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Αθήνας και 
πρόσφτατα στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΠΑΔΑ. 

1. >20 πρόσφατες δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές. 
2. >30 συμμετοχές με ομιλίες ή αφίσα (και σχετική δημοσίευση άρθρου σε πρακτικά) σε διεθνή συνέδρια με κριτές. 
3. > 20 κρίσεις σε άρθρα άλλων συγγραφέων για τα περιοδικά στα οποία είναι κριτής. 
4. Υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης στο Ίδρυμα Λάτση, με αντικείμενο: «MOSFET gate-variability-effects on device 

electrical behavior for future technology nodes». 
5. Συμμετείχε στην υποβολή δύο προτάσεων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ III. Η πρώτη αφορούσε στην «Ανάπτυξη μικρο-ρευστομηχανικών 

διατάξεων με ενσωματωμένα ηλεκτρόδια για εφαρμογές στη βιοτεχνολογία και τη διαγνωστική», με επιστημονικό 
υπεύθυνο τον Δρ. Γ. Καλτσά, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Αθήνας. Η δεύτερη πρόταση 
αφορούσε στην «Ανάπτυξη και κλινική αξιολόγηση Ενός οΛοκληρωμένου τρισδιάστατου Προσομοιωτή για τον 
προσδΙορισμό της δοσιμετρίαΣ στην ακτινοθεραπεία με δέσμη πρωτονίων (ΕΛΠΙΣ)», με επιστημονικό υπεύθυνο τον Δρ. 
Ε. Βαλαμόντε, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Αθήνας. 

6. Συμμετείχε στην υποβολή δύο προτάσεων ΘΑΛΗΣ. Η πρώτη αφορούσε στην «Ολοκληρωμένη μικρορευστομηχανική διάταξη 
έξυπνων κυτταρικών αισθητήρων με νανοδομημένες επιφάνειες και ηλεκτρόδια», με επιστημονικό υπεύθυνο τον Δρ. Γ. 
Καλτσά. Η δεύτερη αφορούσε στον «Ολοκληρωμένος τρισδιάστατος προσομοιωτής προσδιορισμού της δοσιμετρίας στην 
ακτινοθεραπεία με δέσμη πρωτονίων: Μοντέλα, ανάπτυξη και κλινική αξιολόγηση (ΕΛΠΙΣ)», με επιστημονικό υπεύθυνο 
τον Δρ. Ε. Βαλαμόντε. 
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7. Υπέβαλε δύο προτάσεις ΑΡΙΣΤΕΙΑ. Το 2011 με θέμα «Gate Length Variability Modeling in Devices and Circuits for 
Future Technology Nodes» και το 2012 με θέμα «Gate Length Variability Modeling in Devices and Circuits for 
Future Technology Nodes - Stochastic Lithography Simulator for VLSI».  

8. 2011-2013. Σχεδίαση – Προσομοίωση αισθητήρων ανίσχνευσης αερίων μέσω αλλαγής διηλεκτρικής σταθεράς. 
Αναπτύχθηκε μια μεθοδολογία για την πρόβλεψη της απόκρισης πυκνωτών (chemocapacitors) λόγω της απορρόφησης αερίων 
(Το διηλεκτρικό του πυκνωτή είναι πολυμερές υλικό το οποίο μπορεί να απορροφά τους ατμούς διαφόρων αερίων οπότε 
αλλάζει τη διηλεκτρική του σταθερά). Αναπτύχθηκε ένα μοντέλο γεωμετρικής δομής πυκνωτή με «πλεγμένα δάκτυλα» 
(interdigitated capacitor) και έγινε ηλεκτρομαγνητική μοντελοποίηση του με χρήση πεπερασμένων στοιχείων, στο περιβάλλον 
του COMSOL Στη συνέχεια προσομοιώθηκε η αλλαγή της χωρητικότητας με τη διηλεκτρική σταθερά για διάφορες γεωμετρίες 
ώστε να έχουμε σύκριση με πειραματικά δεδομένα. Οι δομές του πυκνωτή και οι ηλεκτρικές μετρήσεις υλοποιήθηκαν στο 
Ινστ. Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Σχετικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά:  [61, 63, 64, 65, 68] 

9. 2010-2013. Σχεδίαση – Προσομοίωση μικρορευστομηχανικών διατάξεων μέσω καταγραφής αλλαγών στα 
χαρακτηριστικά της ροής στα μικροκανάλια. Στις εργασίες αυτές ο Γ. Π. ΠΑΤΣΗΣ ανέπτυξε το γεωμετρικό μοντέλο των 
μικρορευστομηχανικών διατάξεων σε περιβάλλον COMSOL και με μεθόδους πεπερασμένων στοιχείων (χρησιμοποιώντας τις 
εξισώσεις ροής αερίων (Navier – Stokes) και την εξίσωση διάχυσης θερμότητας), προχώρησε σε υπολογισμούς τις μεταβολής 
της θερμοκρασίας γύρω απο μικροθερμαντήρα καθώς από πάνω του υφίσταται ροή αερίου. Η εργασία σε αυτή την περιοχή 
προχώρησε στη μοντελοποίηση της μικρο-ροής εντός μικροκαναλιών που συνδέουν δύο «δεξαμενες» από τις οποίες στη μία 
υπάρχει αέριο και η άλλη είναι κενή. (Η πειραματική διάταξη και οι μετρήσεις έγιναν στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 
του ΕΜΠ). Η εργασία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την καλή περιγραφή της συμπεριφορας των MEMS-NEMS καθώς οι 
διαστάσεις του μειώνονται, όταν σε αυτά κινούνται αέρια εντός μικροκαναλιών.  Σχετικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά: [61, 
66, 69, 71] 

10. Συγγραφή βιβλίου «Εισαγωγή στα Ψηφιακά Ηλεκτρονικά» (2014). (περίπου 400 σελίδες). 
11. Συγγραφή βιβλίου «Kυκλώματα Ηλεκτρονικών Ταλαντωτών και Φίλτρων. Σχεδίαση – Προσομοίωση με Διακριτά 

Στοιχεία» (2014). (περίπου 600 σελίδες). 
12. Συγγραφή βιβλίου «Ψηφιακά Ηλεκτρονικά στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Διατάξεις» (2014). Στα πλαίσια του 

Πρόγραμματος Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ), στην κατεύθυνση 
«Ψηφιακά και ενσωματωμένα συστήματα – Βιομηχανικές εφαρμογές αιχμής». 

13. Επιτυχής πρόταση σε εσωτερικό πρόγραμμα του ΤΕΙ για ενίσχυση έρευνας. Το θέμα της πρότασης ήταν  «Μοντελοποίηση 
ηλεκτρονικών διατάξεων με διακυμάνσεις στα γεωμετρικά χαρακτηριστιά τους. Εφαρμογές σε κυκλώματα μεγάλης 
κλίμακας ολοκλήρωσης». (2015). Οι προβλέψεις για τις μελλοντικές διαστάσεις των τρανζίστορ στους επεξεργαστές τείνουν 
στην περιοχή των μερικών νανομέτρων (κάτω των 12nm). Συνεπώς η αξιόπιστη σχεδίαση και προσομοίωση ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων και κατ’ επέκταση συστημάτων είναι μια πολύ δύσκολη πρόκληση, αν λάβουμε υπόψη τη διαφοροποίηση των 
διαστάσεων των διατάξεων, ακόμα  και αυτών που κατασκευάζονται παράλληλα σε μια διεργασία. Η μεταβλητότητα των 
χαρακτηριστικών των διατάξεων σε τόσο μικρές διαστάσεις (ποσοτικοποιείται μέσω της πλευρικής τραχύτητας) θα πρέπει να 
ληφθεί εκπεφρασμένα υπόψη στις νέες γενιές μοντέλων διατάξεων κατάλληλων για χρήση στη σχεδίαση και προσομοίωση 
σύγχρονων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Ο στόχος της προτεινόμενης μελέτης είναι η ανάπτυξη μοντέλων διατάξεων  που θα 
εμπεριέχουν παραμέτρους που θα ποσοτικοποιούν  την μεταβλητότητα των παραμέτρων τους από τις διαστάσεις τους ώστε να 
οδηγούν σε αξιόπιστες προσομοιώσεις της λειτουργίας των κυκλωμάτων. Λόγω προσωπικών και οικογενειακών προβλημάτων 
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